Doppel-MOSFET MEM 550 C

Dieser Doppel-MOSFET wurde in gro-
fien Stiickzahlen als Uberbriickungs-
import fiir den SMY 51 in die DDR ein-
gefihrt, Fiir Neuentwicklungen ist nur
noch der Typ SMY 51 zu verwenden.
Da dieser Transistor auch schon im Ein-
zelhandel, besonders beim Elekironik-

Versand Wermsdorf erhéltlich war und
an die Redaktion eine Vielzahl von An-
fragen beziiglich der Transistordaten
und dessen Beschaltung gerichtet wur-
den, geben wir hier fiir unsere Leser
die ausfiihrlichen Daten des MEM 550 C
bekannt.

Typiache DBaten {vgl. Bild 2) eines Transistors aus dem
MEM 550 C

{Parameter Ugg = Upg = — 10V, ID == 3 mA)
Gate/Source-Isolationswiderstand
einschlieBlich Diodensperr-

widerstand Rgg 000
Draininnenwiderstand »Rpg 18 k0
Gate/Source-Kapazitit Cas 1,1 pF
@ GatefDrain-Kapazitit Can 1,1 p¥f
1 Drain 7 5 Gate? 7 Dxa.m_;'Sourc:e«K?.pamtﬂt CDs 0,15 pF
2 Source ? &  Source 2 Vorwiartssteilheit Yig 1,4 mS
3 Gate ? 7 Drain 2 Grenmmwerte bei T4 = 25 °C
4 Subshrat & fref DrainfSource-Spannung — 26V
Source/Drain-Spannung -~ 25V
GatefSource-Spannung — B85V
Can Gatef/Drain-Spannung -— B85V
Sate O 1 N 0 Drain Z-Dioden-Einsatzstrom 4 0,1 mA
4 Drainstrom pro System — 25 mA
P 5 _I_ = Substrat Vedustleistung pro System
65 o . R |5 Ung {FGehéuse == 95 OC) 0,26 W
63 & Bq- b5 oehiiuse (FUr_ngebung = 25 *C) 85 mW
Sour?e " —CSaurce Lagerungstemperatur — 50 bis « 125 °C
@ Betriebstemperatur
der Sperrschicht — 50 bis 4 100 °C
Biid 1: Elektrische Daten je System bel T4 = 25 °C und geerdetem Substrat
Sockelbeschaitung '
cdes MEM 550 C Symbaol min. typ. max. Ein- bei
heit
Abschneide- B
spanpung U — 3 — & ¥V Ugg = Unsg;
ID = — 10 A
Drainleckstrom IDgS ~ 10 nA Ups = — 20V,
- Ugs =0V
Sourceleckstrom Igps — 10 nA Upg = — 20V,
Bild 2+ Ugg =0V
Kleinsignolersatzschalt- Gatereststrom  1G§8 — 1 nA Ugg = — 15V,
bild des MOSFETs UGgg =0V
MEM 550 & Drainstrom In(oN) — 1,56 — 5 mA Uggs ~=UDg = — 10V
{MeBbedingungen: Drainduarch- WBrRIDSS — 23 — 50 Vo Inp = — 10 uA,
Wos == Upg = — 10V, bruchspannung Ugg =0V
Ip = 2 mA fiir beide Sourcedurch- UBR}SDS — 25 — BO vV Ig . = — 10 uA,
Systeme} bruchspannung Ugs =0V
Gatedurch- U@BRIGSS — 86 — &0 YV Igs = — 10 uA,
bruchspannnng Ung =0V
Steilheit ta 0,5 mS 1 kHe,
Ugs = Upg = — 10V
GatelSource- Cgs 4 pF Ugg=Upnpg= - 10V
¥apagitit
Gate/Drain- Cea 4 pF Ugs=Upg= -~ 10V
Kapazitat
DrainfSource- Cgs 0,8 pF Ugg=1Upg— — 10V
HKapazitat
- Einsehait- VDS{ON) 250 G Ugg= —15V,
widerstand Upgs =0V




